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g (57) Abstract: The invention concems a method for enhancing the condition of the free surface of a semiconductor matenal wafer,

¢, said method comprising a step which consists 1n rapid thermal annealing so as to smooth said free surface. The invention 1s charac-
& lerised in that said method consists, prior to rapid thermal annealing, in a treatment of a surface zone of the wafer so as to prevent
occurrence of pitting during rapid thermal annealing, and the rapid thermal annealing process can be carried out under non-reducing
atmosphere. The invention also concemns a structure produced by said method.
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(57) Abrégé : L'invention propose un procéde d’amélioration de 1'etat de la surface libre d'une tranche de matériau semiconducteur,
ledit procédé comprenant une étape de recuit thermique rapide afin de lisser ladite surtace libre, caractérisé en ce que le procédé
comporte préalablement au recuit thermique rapide un traitement d’une zone superficielle de la tranche en vue de prévenir I'appa-
rition du piquage lors du recuit thermque rapide, et le recuit thermique rapide peut étre effectue sous atmosphére non réductrice.
L’invention propose également une structure réahsée par un tel procédé.



